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(57)【要約】
　本発明（複数可）は、基板表面上に堆積させた材料を
効率よく乾燥させる装置および方法を提供する。本明細
書に記載する装置および方法は、基板の表面上に堆積さ
せた材料から溶剤タイプの材料を除去するのに有用とな
り得る。場合によっては、材料は、スクリーン印刷プロ
セスを用いて堆積させることができる。一実施形態によ
るスクリーン印刷チャンバは、結晶シリコン基板上にパ
ターン付き材料を堆積させ、次いで、堆積させた材料を
乾燥チャンバ内で乾燥させる。一実施形態では、スクリ
ーン印刷チャンバと乾燥チャンバがどちらも、カリフォ
ルニア州サンタクララの本出願人によって市販されるＲ
ｏｔａｒｙ　ｌｉｎｅツールまたはＳｏｆｔｌｉｎｅ（
商標）ツール内に配置される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理領域を通して１または複数の基板を搬送するように構成された第１のコンベヤと、
　前記第１のコンベヤ上に配置された前記１または複数の基板に、１または複数の波長の
電磁エネルギーを供給する放射伝熱組立体と、
　対流伝熱組立体と
を備えた基板処理装置であって、前記対流伝熱組立体が、
　　加熱素子を内蔵するプレナム、および
　　前記プレナムに内蔵された前記加熱素子と、前記処理領域内で前記第１のコンベヤ上
に配置された前記基板の表面とにガスを通過させるように構成された流体供給デバイスを
含んでいる、基板処理装置。
【請求項２】
　前記対流伝熱組立体が、
　前記基板の前記表面を通過した前記ガスを受け取るように配置された入口ポートを有す
る前記プレナムと、
　前記入口ポートから受け取った前記ガスと流体連通する熱交換面を有する熱交換組立体
と
をさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記熱交換組立体が、前記熱交換面と熱連通して前記入口ポートから受け取った前記ガ
スから熱を除去する熱コントローラをさらに備える、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１のコンベヤおよび前記処理領域の一部を取り囲む１または複数の壁
をさらに備え、
　前記プレナムが、前記加熱素子と前記処理領域との間に配置された出口ポートをさらに
備え、前記流体供給デバイスによって供給される前記ガスが、前記出口ポートを通って前
記処理領域の一部を取り囲む前記１または複数の壁の間を流れてから前記入口ポートに入
る、
請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　１または複数のランプおよび前記ランプに電気的に結合された電源を有する前記放射伝
熱組立体と、
　前記ランプによって前記基板に供給される電磁エネルギーの前記波長を調整するコント
ローラと
をさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記コンベヤが、基板が前記処理領域を通り、前記入口ポートおよび出口ポートを通過
するように、前記基板を搬送するベルトを備えている、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　回転アクチュエータに結合された第１の基板支持体と、
　前記回転アクチュエータが第１の方向に向く角度に配置されたときに、前記第１の基板
支持体を受け取るように配置された第１のスクリーン印刷チャンバと、
　前記回転アクチュエータが第２の方向に向く角度に配置されたときに、前記第１の基板
支持体から基板を搬送するように配置された第２のコンベヤであって、前記第１のコンベ
ヤと搬送可能に連通する第２のコンベヤと
をさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記回転アクチュエータに結合された第２の基板支持体と、
　前記回転アクチュエータが前記第１の方向に向く角度に配置されたときに、前記第２の
基板支持体に基板を搬送するように配置された第３のコンベヤと、
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　前記回転アクチュエータが前記第１の方向に向く角度に配置されたときに、前記第２の
基板支持体から基板を受け取るように配置された第４のコンベヤと
をさらに備える、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記対流伝熱組立体が、
　前記プレナムに内蔵された複数の熱交換管であって、前記流体供給デバイスが、前記複
数の熱交換管の第１の表面、前記加熱素子、および前記処理領域内に配置された前記１ま
たは複数の基板を通過するようにガスを移動させる、複数の熱交換管と、
　前記複数の熱交換管の温度を制御する熱交換デバイスと、
　前記１または複数の基板の前記表面を通過した前記ガスを受け取って、前記受け取った
ガスを前記複数の熱交換管の第２の表面を通過するように導くように配置されたプレナム
入口と
をさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　スクリーン印刷チャンバ内に基板を配置し、次いで、スクリーン印刷プロセスを用いて
前記基板上に材料を堆積させること、
　前記材料を堆積させた後に、前記基板を乾燥チャンバの処理領域に搬送すること、
　前記処理領域内に配置された前記基板の表面に、一定量の電磁エネルギーを供給するこ
と、および
　前記処理領域内に配置された前記基板の前記表面を通過するように加熱ガスを供給する
こと
を含む、基板の処理方法。
【請求項１１】
　前記一定量の電磁エネルギーを供給することが、前記堆積させた材料による前記電磁エ
ネルギーの吸収を促進するとともに、前記基板内に含まれる１または複数の材料により吸
収されるエネルギーの量を最小限に抑えるために、１または複数の所望の波長の前記電磁
エネルギーを供給することをさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　加熱ガスを供給することが、
　熱交換面の温度を制御すること、および
　前記加熱ガスが前記基板を通って前記熱交換面に供給された後に前記加熱ガスの少なく
とも一部を供給することであって、前記熱交換面の温度が、前記加熱ガスの前記一部に含
まれる揮発性成分が前記熱交換面上で凝縮するように制御されること
をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の熱交換面の温度が約４０℃～約３００℃である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　加熱ガスを供給することが、
　加熱素子にガスを通すことによって前記ガスを加熱すること、
　前記加熱ガスを、前記処理領域の一領域を通るように導くこと、および
　前記処理領域を通るように導かれた前記加熱ガスの少なくとも一部を受け取って、前記
加熱ガスの前記少なくとも一部を前記加熱素子に通すことにより、前記加熱ガスの前記一
部を再循環させること
をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記基板がシリコン含有基板である、請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スクリーン印刷プロセスなど、基板の表面上へのパターン付き層の堆積に使
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用されるシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽電池は、太陽光を直接電力に変換する光起電力（ＰＶ）デバイスである。ＰＶデバ
イスは典型的に、１または複数のｐ－ｎ接合を有する。各接合は、一方がｐ型領域と表さ
れ、他方がｎ型領域と表される、半導体材料内の２つの異なる領域からなる。ＰＶ電池の
ｐ－ｎ接合が（光子からのエネルギーからなる）太陽光に曝されると、太陽光がＰＶ効果
によって直接電力に変換される。ＰＶ太陽電池は、特定量の電力を発生させ、電池がタイ
ル状に並べられて、所望量のシステム電力を供給するようにサイズ設定されたモジュール
になる。ＰＶモジュールは、特定のフレームおよびコネクタを用いてつなぎ合わされて、
パネルになる。太陽電池は一般に、単結晶または多結晶シリコン基板の形をとってよいシ
リコン基板上に形成される。典型的なＰＶ電池は、典型的に約０．３ｍｍ未満の厚さのｐ
型シリコンウェーハ、基板、またはシートと、基板内に形成されたｐ型領域の上面上にあ
るｎ型シリコンの薄層とを含む。
【０００３】
　光起電力市場は、年間成長率が３０％を超える成長を過去１０年間にわたって遂げてい
る。全世界の太陽電池発電が、近い将来に１０ＧＷｐを超える可能性があると、一部の論
文が示唆している。全ての光起電力モジュールの９５％超が、シリコンウェーハベースで
あると推定されている。高い市場成長率と、太陽電気コストを大幅に削減する必要性とが
相まって、高品質光起電力デバイスの安価な形成に関するいくつかの重大な課題を生み出
している。したがって、商業的に実現可能な太陽電池を形成する上で重要な１つの要素は
、デバイス歩留まりを向上させ、基板スループットを増大させ、かつ／または形成される
デバイスの作製に消費するエネルギーを低減させることによって、太陽電池の形成に必要
な製造コストを削減することにある。
【０００４】
　スクリーン印刷が、布などの物体上へのデザインの印刷に長い間使用されてきており、
エレクトロニクス産業では、電気接点または相互接続などの電気構成要素のデザインを基
板の表面上に印刷するのに使用されている。最高水準技術の太陽電池製作プロセスも、ス
クリーン印刷プロセスを使用する。
【０００５】
　一般に、構成要素の表面上にパターンを堆積させた後、堆積させたパターンが確実に、
後続の搬送ステップ中に安定しており、また太陽電池作製中に実施される高温アニールプ
ロセスなど、後続の処理ステップに耐えることができるように、堆積させた材料を乾燥さ
せることが望ましい。太陽電池製造中に使用される、従来の放射加熱タイプの乾燥プロセ
スは、基板による典型的に少ない赤外（ＩＲ）吸収のため、実施にかなりの時間を必要と
し、完了までにかなりのエネルギーを浪費する。
【０００６】
　さらに、乾燥プロセス中に、基板表面上に堆積させた材料から溶剤材料が典型的に除去
され、それが、処理済みの基板および乾燥デバイス内の構成部品を汚染することがある。
また、堆積させた材料から溶剤が気化する速度、したがって堆積させた材料を「乾燥させ
る」のに必要な時間が、乾燥デバイスの処理領域内の溶剤材料の分圧によって変わること
がある。
【発明の概要】
【０００７】
　したがって、基板および支持ハードウェアの汚染を低減させ、かつ乾燥プロセスをスピ
ードアップするために、処理中に、気化した溶剤材料を除去してオーブン内の蒸気量を低
減させる方法が必要とされている。
【０００８】
　したがって、スクリーン印刷するプロセス中に形成される、堆積させた材料の乾燥に費
やす時間を短縮し、エネルギー消費を低減させ、デバイス歩留まりを向上させ、他の既知
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の装置よりも低い所有コスト（ＣｏＯ）を生み出す、太陽電池、電子回路、または他の有
用なデバイス作製用のスクリーン印刷装置も必要とされている。
【０００９】
　本発明は一般に、処理領域を通して１または複数の基板を搬送する第１のコンベヤと、
第１のコンベヤ上に配置された１または複数の基板に、１または複数の波長の電磁エネル
ギーを供給する放射伝熱組立体と、対流伝熱組立体とを備えた基板処理装置であって、対
流伝熱組立体が、加熱素子を内蔵するプレナム、及びプレナムに内蔵された加熱素子と、
処理領域内で第１のコンベヤ上に配置された基板の表面とを通過してガスを移動させる流
体供給デバイスを含む基板処理装置を提供する。
【００１０】
　本発明の実施形態はさらに、基板の表面上に材料を堆積させること、パターン付き材料
を堆積させた後に、基板を乾燥チャンバの処理領域に搬送すること、処理領域内に配置さ
れた基板の表面に、一定量の電磁エネルギーを供給すること、および処理領域内に配置さ
れた基板を通過するように加熱ガスを供給することを含む、基板を処理する方法を提供す
る。
【００１１】
　本発明の実施形態はさらに、基板の表面上にパターン付き材料を堆積させること、パタ
ーン付き材料を堆積させた後に、基板をコンベヤに搬送すること、コンベヤを用いて、基
板を乾燥チャンバの処理領域の少なくとも一部を通って搬送すること、基板が処理領域を
通って搬送されるときに、基板の表面に一定量の電磁エネルギーを供給すること、および
基板が処理領域を通って搬送されるときに、基板を通過するように加熱ガスを供給するこ
とを含み、加熱ガスを供給することが、加熱素子を通過するようにガスを流すことによっ
て加熱すること、加熱ガスを、処理領域の一領域通過するよう導くこと、および処理領域
を通って誘導された加熱ガスの少なくとも一部を受け取って、その加熱ガスの少なくとも
一部を加熱素子に通すように供給することにより、加熱ガスの該一部を再循環させること
をさらに含む、基板を処理する方法を提供する。
【００１２】
　本発明の実施形態はさらに、処理領域を通して１または複数の基板を搬送する第１のコ
ンベヤと、第１のコンベヤ上に配置された１または複数の基板に１または複数の波長の電
磁エネルギーを供給する放射伝熱組立体と、対流伝熱組立体とを備える基板処理装置であ
って、対流伝熱組立体が、複数の熱交換管および加熱素子を内蔵するプレナムと、プレナ
ムに内蔵された複数の熱交換管の第１の表面および加熱素子を横切り、処理領域内で第１
のコンベヤ上に配置された基板の表面を通過するようにガスを移動させる流体供給デバイ
スと、複数の熱交換管の温度を制御する熱交換デバイスと、基板の表面を通過したガスを
受け取り、受け取ったガスを、熱交換管の第２の表面を通過するように導くように配置さ
れたプレナム入口とを含んでいる、基板処理装置を提供する。
【００１３】
　本発明の実施形態はさらに、基板の表面上に材料を堆積させること、材料を堆積させた
後に、基板を乾燥チャンバの処理領域に搬送すること、処理領域内に配置された基板の表
面に、一定量の電磁エネルギーを供給すること、および基板が処理領域を通って搬送され
るときに、基板に加熱ガスを供給することを含み、加熱ガスを供給することが、加熱素子
を通過するようにガスを流すことによって加熱すること、加熱ガスを、処理領域内に配置
された基板を通過するように導くこと、および基板を通過するように導かれた加熱ガスの
少なくとも一部を受け取って、この加熱されたガスを第１の熱交換面に供給することによ
り、加熱ガスからエネルギーを除去することをさらに含む、基板を処理する方法を提供す
る。
【００１４】
　本発明の実施形態はさらに、第１の回転軸を有する回転アクチュエータ組立体と、回転
アクチュエータに結合された第１の基板支持体と、処理領域を通して１または複数の基板
を搬送するように適合され、回転アクチュエータが第１の方向に向く角度に配置されたと
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きに第１の基板支持体から基板を受け取るように配置された第１のコンベヤと、第２のコ
ンベヤ上に配置された１または複数の基板に、１または複数の波長の電磁エネルギーを供
給する放射伝熱組立体と、複数の熱交換管および加熱素子を内蔵するプレナム、ガスを、
複数の熱交換管の第１の表面、加熱素子、および処理領域内に配置された１または複数の
基板のそれぞれの表面を横切って移動させる流体供給デバイス、複数の熱交換管の温度を
制御する熱交換デバイス、ならびに１または複数の基板の表面を通過したガスを受け取り
、受け取ったガスを、複数の熱交換管の第２の表面を通過するように導くように配置され
たプレナム入口を含む対流伝熱組立体とを備える、基板を処理するための装置を提供する
。
【００１５】
　本発明の上で列挙した特徴が達成され、それを詳細に理解することができるように、上
で簡潔に要約した本発明のより特定の説明を、添付の図面に示されている本発明の実施形
態を参照して行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態によるスクリーン印刷システムの等角図である。
【図２】図１に示す本発明の一実施形態によるスクリーン印刷システムの平面図である。
【図３】本発明の一実施形態による回転アクチュエータ組立体の等角図である。
【図４】本発明の一実施形態によるスクリーン印刷システムの印刷用ネスト（ｎｅｓｔ）
部の等角図である。
【図５】本発明の一実施形態による乾燥チャンバの側断面図である。
【図６】図５による乾燥チャンバの別の側断面図である。
【図７】本発明の一実施形態による乾燥チャンバの側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　理解を促す目的で、これらの図に共通の同一要素を示すために、可能な限り同一の参照
符号が使用されている。ある実施形態の要素および特徴を、さらに列挙しなくても他の実
施形態に有利に組み込めることが企図される。
【００１８】
　しかし、添付の図面は、本発明の例示的な実施形態のみを示しており、したがって、本
発明が他の同様に効果的な実施形態を認めることができるので、本発明の範囲を限定する
ものと見なすべきではないことに留意されたい。
【００１９】
　本発明（複数可）は、基板表面上に堆積させた材料を効率よく乾燥させる装置および方
法を提供する。本明細書に記載する装置および方法は、基板の表面上に堆積させた材料か
ら溶剤タイプの材料を除去するのに有用となり得る。場合によっては、材料を、スクリー
ン印刷プロセスを用いて堆積させることができる。一実施形態によるスクリーン印刷チャ
ンバは、結晶シリコン基板上にパターン付き材料を堆積させ、次いで、堆積させた材料を
乾燥チャンバ内で乾燥させる。一実施形態では、スクリーン印刷チャンバと乾燥チャンバ
がどちらも、カリフォルニア州サンタクララのＡｐｐｌｉｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ、Ｉ
ｎｃ．が所有するＢａｃｃｉｎｉ　Ｓ．ｐ．Ａ．から入手可能な、Ｒｏｔａｒｙ　ｌｉｎ
ｅツールまたはＳｏｆｔｌｉｎｅ（商標）ツール内に配置される。
【００２０】
スクリーン印刷システム
　図１～２は、本発明のさまざまな実施形態と共に使用することのできる、多重スクリー
ン印刷チャンバ処理システム、またはシステム１００を示す。一実施形態では、システム
１００は一般に、２つの入来コンベヤ１１１、回転アクチュエータ組立体１３０、２つの
スクリーン印刷用ヘッド１０２、２つの退出コンベヤ１１２、および２つの乾燥チャンバ
２００を含む。２つの入来コンベヤ１１１はそれぞれ、並列処理構成で構成され、したが
ってそれらがそれぞれ、入力コンベヤ１１３などの入力デバイスから基板を受け取り、基
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板を回転アクチュエータ組立体１３０に結合された印刷用ネスト１３１に搬送することが
できる。また、退出コンベヤ１１２はそれぞれ、回転アクチュエータ組立体１３０に結合
された印刷用ネスト１３１から処理済みの基板を受け取り、処理済みの基板をそれぞれ、
乾燥チャンバ２００に搬送するように構成される。入力コンベヤ１１３、および乾燥チャ
ンバ２００内に収容されたドライヤコンベヤ１１４は一般に、システム１００に接続され
るより大型の生産ライン、例えばＲｏｔａｒｙ　ｌｉｎｅツールまたはＳｏｆｔｌｉｎｅ
（商標）ツールに接続される自動基板ハンドリングデバイスである。ドライヤコンベヤ１
１４、入来コンベヤ１１１、退出コンベヤ１１２、および入力コンベヤ１１３は、以下で
は、ベルトタイプのコンベヤとして概して記載されるが、他のタイプのコンベヤ、ロボッ
トデバイス、または他の類似の基板搬送機構を、本明細書に記載する本発明の基本的な範
囲から逸れることなく使用することができる。図１～４は、本明細書に記載するさまざま
な実施形態の恩恵を受けることのできる、可能な１つの処理システム構成を示すためのも
のにすぎず、したがって、他のコンベヤ構成および他のタイプの材料堆積チャンバを、本
明細書に記載する本発明の基本的な範囲から外れることなく使用できることが分かるであ
ろう。
【００２１】
　図２は、印刷用ネスト１３１のうち２つ（例えば参照符号「１」および「３」）が、そ
のそれぞれから退出コンベヤ１１２に基板１５０を搬送し、各入来コンベヤ１１１からそ
れぞれ基板１５０を受け取ることができるように方向付けられている、回転アクチュエー
タ組立体１３０の位置を概略的に示す、システム１００の平面図である。したがって、基
板の移動は概して、図１および２に示す経路「Ａ」に従う。この構成では、残りの２つの
印刷用ネスト１３１（例えば参照符号「２」および「４」）が、２つのスクリーン印刷チ
ャンバ（すなわち図１のスクリーン印刷用ヘッド１０２）内に配置された基板１５０に対
してスクリーン印刷プロセスを実施することができるように方向付けられる。また、この
構成では、印刷用ネスト１３１は、ネスト上での基板移動方向が回転アクチュエータ組立
体１３０の接線方向となるように方向付けられる。コンベヤが回転アクチュエータ組立体
１３０の接線方向にあることにより、システムのフットプリントを増大させることなく、
基板を２つの位置、例えば参照符号「１」および「３」（図２）から供給し、受け取るこ
とが可能になる。
【００２２】
　入来コンベヤ１１１および退出コンベヤ１１２は一般に、基板１５０を支持し、またシ
ステムコントローラ１０１と連通するアクチュエータ（図示せず）を用いて基板１５０を
システム１００内の所望の位置に移送することのできる、少なくとも１本のベルト１１６
を含む。図１～２は、２本のベルト１１６スタイルの基板搬送システムを概して示してい
るが、本発明の基本的な範囲から逸れることなく、他のタイプの搬送機構を使用して同じ
基板搬送および配置機能（複数可）を実施することができる。
【００２３】
　システムコントローラ１０１は一般に、システム１００全体の制御および自動化を容易
にするように設計され、典型的には、中央処理装置（ＣＰＵ）（図示せず）、メモリ（図
示せず）、および支援回路（またはＩ／Ｏ）（図示せず）を含んでよい。ＣＰＵは、工業
環境において、さまざまなチャンバプロセスおよびハードウェア（例えばコンベヤ、検出
器、モータ、流体供給ハードウェアなど）を制御し、システムおよびチャンバプロセス（
例えば基板位置、プロセス時間、検出器信号など）を監視するために使用される、任意の
形態のコンピュータプロセッサの１つとすることができる。メモリは、ＣＰＵに接続され
、ローカルであろうとリモートであろうと、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リード
オンリーメモリ（ＲＯＭ）、フロッピーディスク、ハードディスク、または他の任意の形
態のデジタル記憶装置など、容易に入手可能なメモリのうちの１または複数とすることが
できる。ＣＰＵに命令するために、ソフトウェア命令およびデータをコーディングして、
メモリ内に記憶することができる。プロセッサを従来どおりに支援するために、支援回路
もＣＰＵに接続される。支援回路には、キャッシュ、電源、クロック回路、入力／出力回
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路、サブシステムなどがあり得る。システムコントローラ１０１が読み取ることの可能な
プログラム（またはコンピュータ命令）が、基板に対してどのタスクが実施可能かを決定
する。好ましくは、プログラムは、システムコントローラ１０１が読み取ることの可能な
ソフトウェアであり、このソフトウェアは、少なくとも基板位置情報、制御されるさまざ
まな構成部品の移動のシーケンス、基板検査システム情報、およびそれらの任意の組合せ
を生成し、記憶するコードを含む。
【００２４】
　システム１００で利用される２つのスクリーン印刷ヘッド１０２は、スクリーン印刷プ
ロセス中に、印刷用ネスト１３１上に配置された基板の表面上に材料を所望のパターンで
堆積させる、Ｂａｃｃｉｎｉ　Ｓ．ｐ．Ａ．から入手可能な従来型のスクリーン印刷用ヘ
ッドとすることができる。一実施形態では、スクリーン印刷ヘッド１０２は、太陽電池基
板上に金属含有材料または誘電体含有材料を堆積させる。一例では、基板は、約１２５ｍ
ｍ～１５６ｍｍのサイズの幅、および約７０ｍｍ～１５６ｍｍの長さを有する太陽電池基
板である。
【００２５】
　一実施形態では、システム１００は、スクリーン印刷プロセスが実施される前または実
施された後に基板１５０を検査する、検査組立体１９９も含む。検査組立体１９９は、図
１および２に示す位置「１」および「３」に配置された入来する基板または処理済みの基
板を検査するように配置された、１台または複数台のカメラ１２０を含んでよい。検査組
立体１９９は一般に、損傷を受けた基板または誤って処理された基板を生産ラインから取
り除くことができるように、検査し、検査結果をシステムコントローラ１０１に通信する
ことのできる、少なくとも１台のカメラ１２０（例えばＣＣＤカメラ）および他の電子部
品を含む。一実施形態では、支持プラテン１３８（図４）の上に配置された基板１５０を
、検査組立体１９９によってより容易に検査することができるように、印刷用ネスト１３
１がそれぞれ、基板を照明するためのランプまたは他の類似の光学的放射デバイスを含ん
でよい。基板が損傷を受けている場合、その基板を、支持プラテン１３８内の構成部品を
用いて廃棄物収集容器１０７に移動させることができる。
【００２６】
　検査組立体１９９は、各印刷ネスト１３１上での基板の正確な位置を求めるために使用
することもできる。各印刷用ネスト１３１上での各基板１５０の位置データをシステムコ
ントローラ１０１で使用して、スクリーン印刷ヘッド１０２内のスクリーン印刷ヘッド構
成部品を配置および方向付けし、それにより、後続のスクリーン印刷プロセスの精度を向
上させることができる。この場合、検査プロセスステップ（複数可）中に受け取ったデー
タに基づいて、スクリーン印刷ヘッド１０２を印刷ネスト１３１上に配置された基板の正
確な位置に対して位置合わせするように、各印刷ヘッドの位置を自動的に調整することが
できる。
【００２７】
　一実施形態では、図１～３に示すように、回転アクチュエータ組立体１３０が４つの印
刷用ネスト１３１を含み、それらはそれぞれ、各スクリーン印刷ヘッド１０２内で実施さ
れるスクリーン印刷プロセス中に、基板１５０を支持する。図３は、４つの印刷用ネスト
１３１のそれぞれの上に基板１５０が配置される構成を示す、回転アクチュエータ組立体
１３０の等角図である。回転アクチュエータ組立体１３０は、印刷用ネスト１３１をシス
テム内で望ましい形で配置することができるように、回転アクチュエータ（図示せず）お
よびシステムコントローラ１０１を用いて軸「Ｂ」の周りで回転させ、角度を付けて配置
することができる。回転アクチュエータ組立体１３０は、印刷用ネスト１３１またはシス
テム１００内での基板処理シーケンスの実施に使用される他の自動デバイスの制御を容易
にする、１または複数の支持構成部品を有してもよい。
【００２８】
印刷用ネストの構成
　図４に示すように、各印刷用ネスト１３１は一般に、給送スプール１３５と、巻取スプ



(9) JP 2011-526734 A 2011.10.13

10

20

30

40

50

ール１３６と、給送スプール１３５および／または巻取スプール１３６に結合され、プラ
テン１３８を横切って配置された支持材１３７を給送および保持する、１または複数のア
クチュエータ（図示せず）とを有するコンベヤ組立体１３９からなる。プラテン１３８は
一般に、スクリーン印刷ヘッド１０２内で実施されるスクリーン印刷プロセス中に基板１
５０および支持材１３７が上に配置される基板支持面を有する。一実施形態では、支持材
１３７が、支持材１３７の片側に配置された基板１５０を支持材１３７の反対側に従来型
の真空発生デバイス（例えば真空ポンプ、真空エゼクタ）により与えられる真空によって
プラテン１３８上に保持できるようにする多孔材である。一実施形態では、基板をプラテ
ン１３８の基板支持面１３８Ａに「チャックする」ことができるように、プラテンの基板
支持面１３８Ａ内に形成された真空ポート（図示せず）に真空が与えられる。一実施形態
では、支持材１３７が、例えばたばこに使用されるタイプの発散性のある紙もしくは別の
類似材料からなる、または同じ目的を果たす材料からなる、発散性材料である。
【００２９】
　一構成では、支持材１３７上に配置された基板１５０の移動を印刷用ネスト１３１内で
正確に制御することができるように、ネスト駆動機構１４８は、給送スプール１３５およ
び巻取スプール１３６に結合され、またはそれらと係合する。一実施形態では、給送スプ
ール１３５および巻取スプール１３６がそれぞれ、ある長さの支持材１３７の対向する端
部を受け取る。一実施形態では、プラテン１３８を横切る支持材１３７の移動および位置
を制御するために、ネスト駆動機構１４８が、給送スプール１３５および／または巻取ス
プール１３６上に配置された支持材１３７の表面に結合され、またはそれと接触する、１
または複数の駆動ホイール１４７を含む。
【００３０】
　図４を参照すると、一構成では、プラテン１３８を横切る支持材１３７の張力および移
動が、給送スプール１３５および／または巻取スプール１３６の回転運動を制御すること
のできる従来型のアクチュエータ（図示せず）によって制御される。一構成では、支持材
１３７が、給送スプール１３５と巻取スプール１３６の間でどちらの方向に移動させられ
るときも、複数のプーリ１４０によって案内および支持される。
【００３１】
乾燥オーブンの構成
　図１は、基板１５０がスクリーン印刷用ヘッド１０２内で処理された後に、基板１５０
を退出コンベヤ１１２から受け取るようにそれぞれが配置された２つの乾燥チャンバ２０
０を含むシステム構成を概して示す。図５～６は、以下にさらに説明する乾燥チャンバ２
００の１または複数の実施形態を概して示す。一般に、乾燥チャンバ２００は処理領域２
０２を含み、処理領域２０２内では、１または複数の基板の表面上に堆積させた材料を乾
燥させることができるように、熱システム２０１から処理領域２０２内に配置された１ま
たは複数の基板にエネルギーが供給される。一例では、堆積させる材料は、太陽電池作製
プロセスにおいて結晶太陽電池基板上に裏面接点を形成するために一般に使用される、鉛
フリーアルミニウムサーメットペースト（例えばＡｌ　Ｃｅｒｍｅｔ６２１４）などのア
ルミニウム（Ａｌ）含有ペーストである。別の例では、堆積させる材料を、太陽電池の前
面で使用される銀（Ａｇ）ペースト（例えばＤｕＰｏｎｔ（商標）製のＰＶ１５６）、ま
たは太陽電池の裏面で使用される銀－アルミニウム（Ａｇ／Ａｌ）ペースト（ＤｕＰｏｎ
ｔ（商標）のＰＶ２０２）とすることができる。処理領域２０２は、別の搬送デバイス（
例えば退出コンベヤ１１２）から基板を受け取って、基板１５０を処理領域２０２内で移
動させ、かつ／または処理領域２０２内に配置する、ドライヤコンベヤ１１４を有する。
【００３２】
　図５は、乾燥チャンバ２００内に収容された熱システム２０１の一実施形態の側断面図
である。熱システム２０１は一般に、基板の表面上に堆積させた材料を急速に乾燥させる
ために一緒に使用される、放射加熱組立体２０４および対流加熱組立体２０３を備える。
この構成では、スループットを向上させ、エネルギー消費を低減させるために、乾燥プロ
セス中に対流伝熱モードおよび放射伝熱モードを別々に制御して、所望の熱プロファイル
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（例えば温度対時間）を達成することができる。一実施形態では、乾燥プロセス中の基板
温度が、約１５０℃～約３００℃に上昇する。一般に、基板上に形成されるパターンに対
する損傷を防ぐために、堆積させた材料中のバインダが分解する温度（例えば３００～３
５０℃）を超えないことが望ましい。
【００３３】
　一構成では、図５に示すように、ドライヤコンベヤ１１４を用いることにより、１また
は複数の基板１５０が経路「Ｄ」に従って処理領域２０２を通って搬送される。ドライヤ
コンベヤ１１４は一般に、１または複数の基板を処理領域２０２を通って搬送および／ま
たは配置するために使用される、自動基板ハンドリングデバイスである。一実施形態では
、図６に示すように、ドライヤコンベヤ１１４が、処理領域２０２内での処理中に基板１
５０を支持する単一のベルト２０５からなる。一構成では、ベルト２０５が、処理領域２
０２内で達成される処理温度に耐えることのできる、金属ベルト、ガラス繊維含浸ベルト
、セラミック材料含浸ベルト、または金属含浸ベルトである。
【００３４】
　放射加熱組立体２０４は一般に、ベルト２０５上に配置された基板が処理領域２０２を
通過するときに基板にエネルギーを与えるために使用される、１または複数の電磁エネル
ギー供給デバイスを含む。一実施形態では、電磁エネルギー供給デバイスが、基板１５０
に１または複数の望ましい波長の放射を供給するように適合され、かつ／またはそうする
ものが選択された、１または複数のランプ２０４Ａ（図５および６）を備える。放射加熱
組立体２０４から供給される放射エネルギーの波長（複数可）は一般に、基板の表面上に
堆積させた材料により吸収されるものが選択される。しかし、半導体基板、太陽電池、ま
たは他の類似のデバイスなど、処理される基板の熱バジェットが問題となる場合には、堆
積させた材料により放射エネルギーが優先的に吸収され、基板が形成される材料により概
して吸収されないように、基板に供給される放射エネルギーの波長を制限することが望ま
しいことがある。一例では、基板がシリコン（Ｓｉ）含有材料から形成される場合、シリ
コン基板により吸収されるエネルギーの量を低減させるために、一般に約１．０６（μｍ
）であるシリコンの吸収端を上回る波長のみが供給されるように、ランプ２０４Ａによっ
て供給されるエネルギーの波長を調整またはフィルタリングすることができる。
【００３５】
　一実施形態では、供給されるエネルギーの吸収、したがって堆積させた材料の乾燥プロ
セスを向上させるために、放射加熱組立体２０４によって供給される最適な波長が、基板
のタイプごとに、また基板の表面上に堆積させる材料のタイプごとに選択および／または
調整される。一実施形態では、ランプ２０４Ａが、約１２００～１８００℃の最大動作温
度を有し、約１．４μｍを上回る波長にて最大電力放出を行う、赤外（ＩＲ）ランプであ
る。一例では、ランプ２０４Ａが、ドイツ、ハーナウのＨｅｒａｅｕｓ　Ｎｏｂｅｌｉｇ
ｈｔ　ＧｍｂＨから入手可能な、約１メートルの長さのダブルフィラメント型５ｋＷ高速
中波ＩＲランプである。場合によっては、ランプ２０４Ａから放出される放射の波長（複
数可）を、ランプに供給される電力、したがってランプ内のフィラメントの温度を調整す
ることによって調整する（例えばウィーンの法則）ことが望ましい。したがって、システ
ムコントローラ１０１、ランプ２０４Ａに結合された電源（図示せず）、および基板の表
面上に堆積させた材料の光吸収特性の知識を用いて、ランプ２０４Ａによって供給される
エネルギーの波長を、乾燥プロセスを向上させるように調整することができる。
【００３６】
　図６は、処理領域２０２（図５）内に配置され、また処理領域２０２の所望の長さに沿
って延在する２つのランプ２０４Ａを利用する、放射加熱組立体２０４の一実施形態を示
す。この構成では、ランプ２０４Ａは、乾燥プロセス中に、処理領域２０２内でベルト２
０５上に配置された１または複数の基板がランプ２０４Ａの全長にわたって搬送されると
きに、１または複数の基板にエネルギー（経路「Ｅ」）を伝達するように配置されている
。場合によっては、熱が熱システム２０１の他の望ましくない部分に伝達する量を低減さ
せ、エネルギーを基板１５０に向かって集中させるために、ランプ２０４Ａの上方に１ま
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たは複数の反射器２４９を設けることが望ましいことがある。また、場合によっては、熱
が熱システム２０１の他の望ましくない部分に伝達する量を低減させ、エネルギーを基板
１５０に向かって集中させるために、ランプ２０４Ａがランプの片側に配置された反射器
を有する。
【００３７】
　熱システム２０１は、処理領域２０２内に配置された基板の表面を横切って加熱ガス（
例えば空気）を供給するなどの対流伝熱方法を用いて熱を基板に伝達するために、対流加
熱組立体２０３も利用する。対流伝熱方法は一般に、基板および堆積させた材料を同様の
速度で加熱する。シリコン基板など、基板の伝導率が比較的高い場合、基板全体にわたる
温度均一性は、比較的均一なままとなる。対流ガスの流量および／または温度を調整する
ことによって、対流伝熱速度を容易に制御することもできる。
【００３８】
　図５を参照すると、対流加熱組立体２０３は一般に、流体搬送デバイス２２９、プレナ
ム２４５、およびガス加熱組立体２４０を備える。したがって、処理領域２０２内に配置
された基板は、流体搬送デバイス２２９からもたらされたガスを、加熱組立体２４０を通
り、基板１５０の表面を通過するように導くことにより加熱される。一実施形態では、流
体搬送デバイス２２９が、所望の流量のガス（経路「Ｂ」を参照されたい）を放射加熱組
立体２０４を通って処理領域２０２内に供給することのできる、ＡＣファンである。
【００３９】
　ガス加熱組立体２４０は一般に、流体搬送デバイス２２９から供給されたガスを加熱す
る加熱ゾーン２４１内に配置された、１または複数の抵抗加熱素子を含む。ガス加熱組立
体２４０から出るガスの温度は、従来型の加熱素子温度コントローラ２４２、１または複
数の従来型の温度感知デバイス（図示せず）、加熱用ゾーン２４１内に配置された抵抗加
熱素子（図示せず）、およびシステムコントローラ１０１から送出されるコマンドを用い
て制御することができる。一般に、加熱用ゾーン２４１内に配置される抵抗加熱素子の電
力、サイズ、および長さは、供給されるガスの流量、および乾燥プロセス中に達成すべき
所望のガス温度によって変わる。一実施形態では、ガス加熱組立体２４０の出口でのガス
温度は、約１５０℃～約３００℃に制御される。
【００４０】
　プレナム２４５は一般に、流体搬送デバイス２２９から供給されたガスを、ガス加熱組
立体２４０を通ってプレナム出口部分２４３内に誘導し、次いで処理領域２０２に通すた
めに使用される、取り囲まれた領域である。プレナム２４５は、空気などの加熱ガスを収
集して再利用することができるように、処理領域２０２を通って搬送されたガスを受け取
ってガスの帰還経路または再循環経路を形成するプレナム入口部分２４４も含んでよい。
したがって、再循環経路は概して経路Ａ１～Ａ６に従い、その経路は、図５に示すように
、熱交換領域２４６、加熱組立体２４０、プレナム出口部分２４３、処理領域２０２、お
よびプレナム入口部分２４４を通過するものである。加熱ガスの再循環は、空気を、その
少なくとも一部が処理領域２０２内に再度供給される前に所望の温度に加熱するのに必要
なエネルギーの量を低減させる大きな助けとなることができる。
【００４１】
　一実施形態では、対流加熱組立体２０３が、流体搬送デバイス２２９によって供給され
たガス、および処理領域２０２から受け取った再循環ガス（参照符号Ａ５～Ａ６）から望
ましくない汚染物質を除去するために使用される、熱交換デバイス２３０も含む。熱交換
デバイス２３０は、熱コントローラ２３１に結合された１つもしくは複数の熱交換面２３
２、および／またはプレナム２４５のこの部分を通過するガスからあり得る汚染物質を除
去する濾過タイプの構成部品の１つを含んでよい。一般に、熱コントローラ２３１は、再
循環ガス中に含まれる任意の揮発性成分を凝縮させて除去するために、熱交換面２３２の
温度を、処理領域２０２に供給される加熱ガスの温度未満の温度に維持する。熱交換面２
３２は、流体搬送デバイス２２９（すなわち経路「Ｂ」）からガス加熱組立体２４０に供
給されるガスを予備加熱するために使用することもできる。ガスをガス加熱組立体２４０
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に入る前に予備加熱することも、ガス加熱効率を高め、したがって乾燥チャンバ内で実施
される乾燥プロセスの電力消費を低減させる助けとなることができる。エネルギー消費は
しばしば、太陽電池デバイスを生産するコストの重要な一要素となるため、本明細書で論
じるガスを予備加熱する方法および／または再循環させる方法は、スクリーン印刷生産ラ
インの所有コスト、したがって、形成されるデバイスの生産コストを削減する助けとなる
ことができる。
【００４２】
　典型的に、再循環ガスは、堆積させた材料から乾燥プロセス中に逃げた揮発性成分が気
化することにより再循環中のガス中に同伴する、一定量の１または複数の揮発性成分を含
む。熱交換面２３２を揮発性成分の凝縮点未満の温度に維持することによって、揮発性成
分が凝縮し、再循環ガスから除去される。熱交換デバイス２３０内で揮発性成分を捕捉す
ることは、基板およびプレナム２４５の構成部品が再循環ガスによって汚染されるのを低
減させる助けにもなることができる。一例では、テルピノールまたはエステルなど、任意
の有機溶剤を除去するために、熱交換面２３２の温度が２１９℃未満の温度に維持される
。一実施形態では、再循環ガス中に同伴する蒸気材料を凝縮させるために、熱交換面２３
２が約４０℃～約８０℃の温度に維持される。熱交換面２３２の温度は、システムコント
ローラ１０１、および従来型の再循環流体タイプまたは熱電タイプの熱交換デバイスなど
の熱コントローラ２３１を用いて制御することができる。また、重力のため、熱交換面２
３２上で凝縮した揮発性成分がプレナム２４５の流体収集領域２３３に流れることができ
（すなわち経路「Ｃ」）、その中で揮発性成分を収集することができる。流体収集領域２
３３は、収集した蒸気材料を廃棄物収集システム（図示せず）に供給するために使用され
る１または複数の排水路を含んでよい。
【００４３】
　さらに、熱交換デバイス２３０を用いて、ガス中に同伴する任意の揮発性成分を収集す
ることは、ガスの処理領域２０２を２度目に通過する部分に含まれる蒸気の分圧を低減さ
せ、したがって、流動ガスが、残存するかなりの量の蒸気が再循環ガス中に保持されてい
る場合に受け取れるよりも多量の、堆積させた材料から気化する溶剤材料を受け取れるよ
うになる助けにもなると考えられる。したがって、基板を通過して流れるガス中に受け取
られる溶剤材料の量を増大させることによって、乾燥プロセスを完了するのに必要な時間
を短縮することができる。
【００４４】
　図６は、図５に示す図に垂直であり、Ａ４の方向に向いている、処理領域２０２の側断
面図を示す。図６に示すように、処理領域２０２は、対流加熱組立体２０３によって供給
される加熱ガスおよび放射加熱組立体２０４によってもたらされる熱の大部分が失われな
いように、熱システム２０１の壁２５１およびドライヤコンベヤ１１４の壁１１４Ａなど
、１または複数の壁で一部取り囲まれている。図５を参照すると、一実施形態では、熱シ
ステム２０１および処理領域２０２が、１または複数の壁２０７で少なくとも一部取り囲
まれている。一構成では、基板を処理領域２０２内に、また処理領域２０２から外に、ベ
ルト２０５を用いて搬送できるようにするとともに、加熱ガスが乾燥チャンバ２００から
出る量を最小限に抑えるために、壁２０７が処理領域２０２の対向する端部に小さな開口
２０８を有する。処理領域２０２を一部取り囲むことは、処理領域２０２を通って流れる
ガス中に見られる任意の汚染物質が、任意の隣接する処理チャンバを汚染するのを防ぐ助
けにもなることができる。
【００４５】
　一実施形態では、プレナム出口部分２４３（図５）の出口ポート２４３Ａからもたらさ
れる流動ガスを、処理領域２０２内に配置された基板１５０を横切って、プレナム入口部
分２４４の入力ポート２４４Ａにさらに誘導するために、内側遮蔽２５２が使用される。
内側遮蔽２５２は、放射加熱組立体２０４によってもたらされる任意の熱を反射し、それ
をベルト２０５上に配置された基板１５０にさらに誘導するために使用することもできる
。
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【００４６】
　対流加熱組立体２０３および放射加熱組立体２０４によりもたらされる熱を調整するこ
とによって、堆積させた材料の乾燥時間を向上させ、また乾燥プロセス中に生じることの
ある起こり得る任意の熱バジェット問題を低減させるように、乾燥プロセスを調整および
／または最適化することができる。一実施形態では、図５に示すように、対流ガス流が、
処理領域２０２の中を、基板１５０の移動（すなわち方向「Ｄ」）とは反対の方向（すな
わち方向Ａ４）に供給されて、入来する基板を予備加熱し、温度上昇速度を向上させる。
さらに、シリコン基板は、ＩＲ波長範囲内で低吸収係数を有するため、対流伝熱モードと
放射伝熱モードの組合せを用いることによって、伝熱効率を大いに上昇させることができ
、したがって基板を乾燥させるのに必要な時間を大いに短縮することができる。伝熱効率
の増大により、乾燥される各基板の熱プロファイルも向上させることができる。というの
も、より高いプロセス温度をより容易に達成することができるためである。
【００４７】
　従来の放射のみの乾燥プロセスにおけるサイクル時間はしばしばあまりにも非効率かつ
長すぎて、残りの生産ラインのスループットに追いつくことができないため、従来のスク
リーン印刷プロセスで確実に堆積させた材料が乾燥しているようにするために典型的に使
用されているバッファリングデバイスの必要性を、本明細書に記載する方法を使用するこ
とで低減させることもできるとも考えられる。対流伝熱および波長制御された放射加熱を
用いることにより、各乾燥チャンバ２００内での基板加熱サイクルが短縮し、その結果、
乾燥オーブンスループットが、約２メートル未満の長さのシステム内で１時間あたり１４
００枚の１５６ｍｍ×１５６ｍｍ結晶シリコン基板を超えることができると考えられる。
したがって、本明細書に記載する急速熱処理方法は、サイクル時間を短縮し、乾燥チャン
バ２００が占める床面積を低減させ、基板を乾燥させるのに必要なＣｏＯを削減すること
ができると考えられる。
【００４８】
　図７は、処理領域２０２から帰還するガス（すなわち経路Ａ５およびＡ６）が再循環さ
れない、図５および６に示す熱システム２０１の一代替実施形態の側断面図である。この
構成では、流体搬送デバイス２２９から出るガス（例えば経路「Ｂ」）が、入口プレナム
２４９Ａに入り、複数の熱交換管２４８を通過して、出口プレナム２４９Ｂに入ってから
、ガス加熱組立体２４０および処理領域２０２の中に供給される。熱交換管２４８は、経
路「Ｂ」に従うガスが管の内部領域２４８Ａを通過し、処理領域２０２から帰還するガス
と混合しないように、概して密閉されている。一構成では、処理領域２０２から経路Ａ５

およびＡ６に沿って帰還するガスが、熱交換管２４８の外面のそばを通った後に、ポート
２４７を通って熱システム２１０から排気される。したがって、熱コントローラ２３１を
用いて熱交換管２４８の温度を制御することによって、流体搬送デバイス２２９からガス
加熱組立体２４０に流れるガスの温度を予備加熱することができ、かつ同伴する任意の揮
発性成分を除去するために、処理領域２０２から帰還するガスを冷却することができる。
一般に、熱コントローラ２３１は、経路Ａ６に沿って流れるガス中に含まれる任意の揮発
性成分を凝縮させて除去するために、熱交換管２４８の表面（すなわち熱交換面２３２）
の温度を、処理領域２０２に供給される加熱ガスの温度未満の温度に維持する。重力のた
め、熱交換管２４８上で凝縮した揮発性成分が、プレナム２４５の流体収集領域２３３に
流れ（すなわち経路「Ｃ」）、その中で収集される。流体収集領域２３３は、収集した蒸
気材料を廃棄物収集システム（図示せず）に供給するために使用される１または複数の排
水路を含んでよい。
【００４９】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の他の実施形態および更なる実施
形態を、本発明の基本的な範囲から逸脱することなく考案することができ、本発明の範囲
は、添付の特許請求の範囲によって定められる。



(14) JP 2011-526734 A 2011.10.13

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 2011-526734 A 2011.10.13

【図５】 【図６】

【図７】



(16) JP 2011-526734 A 2011.10.13

10

20

30

40

【国際調査報告】



(17) JP 2011-526734 A 2011.10.13

10

20

30

40



(18) JP 2011-526734 A 2011.10.13

10

20

30

40



(19) JP 2011-526734 A 2011.10.13

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０１Ｌ  21/677    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/68    　　　Ａ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/288    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/288   　　　Ｚ          　　　　　

(31)優先権主張番号  12/273,442
(32)優先日　　　　  平成20年11月18日(2008.11.18)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,
BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,K
E,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL
,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．フロッピー

(72)発明者  バッチーニ，　アンドレア
            イタリア国　イ－３１０４８　サン　ビアージョ　ディ　カッラルタ，　８－フラツィオーネ　オ
            ルミ，　ヴィア　フィレンツェ
Ｆターム(参考) 2C020 CC00 
　　　　 　　  2C035 AA06  FA22  FD54 
　　　　 　　  4M104 BB02  BB08  CC01  DD51  DD78  DD81  GG05 
　　　　 　　  5F031 CA05  FA02  FA07  FA12  FA13  GA30  GA37  GA51  MA30  NA20 
　　　　 　　        PA11  PA23  PA30 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

